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NOTAS

1 La Recomendacion UIT-T V.3is se publicé en el fasciculo VIII.1 del Libro Azul. Este fichero es un extracto
del Libro Azul. Aunque la presentacion y disposicion del texto son ligeramente diferentes de la version del Libro Azul,
el contenido del fichero es idéntico a la citada version y los derechos de autor siguen siendo los mismos (Véase a

continuacion).

2 Por razones de concision, el término «Administracion» se utiliza en la presente Recomendacion para designar a
una administracion de telecomunicaciones y a una empresa de explotacion reconocida.

O UIT 1988, 1993

Reservados todos los derechos. No podra reproducirse o utilizarse la presente Recomendacion ni parte de la misma d
cualquier forma ni por cualquier procedimiento, electrénico o mecanico, comprendidas la fotocopia y la grabacién en
micropelicula, sin autorizacion escrita de la UIT.



Recomendacion V3hbis

CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE LOS CIRCUITOS DE ENLACE
PARA TRANSMISION POR CORRIENTE SIMPLE UTILIZANDO OPTOACOPLADORES

(Malaga-Torremolinos, 1984)

1 Consider aciones gener ales

En general, las caracteristicas eléctricas especificadas en esta Recomendacion se aplican a los circuitos de enlac
gue funcionan a velocidades binarias de hasta 75 bit/s, tratados en la Recomendacion V.31, y también a los circuitos de
enlace que funcionan a velocidades binarias de hasta 1200 bit/s.

Se especifican las caracteristicas eléctricas para facilitar la compatibilidad con los equipos existentes conformes a
la Recomendacion V.31 que satisfacen los valores de tensién y corriente indicados en el cuadps1\és8%alores
de resistencia definidos en la Recomendacion V.31 se han convertido en valores de corriente y tension para cumplir los
requisitos de los optoacopladores.

Cada circuito de enlace esta formado por dos conductores (conductores de ida y de retorno), aislados
eléctricamente uno de otro, asi como de los demas circuitos de enlace. Puede asignarse un conductor de retorno comudn
varios circuitos de enlace de un grupo.

2 Circuito equivalente deinterfaz

La figura 1/V.31bis muestra el circuito de enlace equivalente, asi como las caracteristicas eléctricas establecidas
en esta Recomendacién. Algunas caracteristicas eléctricas dependen del lugar de recepcién de la sefial, es decir, de q
las sefiales se reciban en el equipo de terminacion del circuito de datos (ETCD) o en el equipo terminal de datos (ETD).
Este problema se trata especialmente en los puntos pertinentes.

3 Fuente de sefales

La fuente de sefales, tanto cuando esté en el equipo de terminacién del circuito de datos como cuando esta en e
equipo terminal de datos, debe estar aislada de masa o de tierra.

Si el lado receptor de sefiales esta en el equipo de terminacion del circuito de datos, la resistencia de aislamiento
en el estado CERRADO o el ABIERTO, medida entre cada extremo y tierra o entre cada extremo y cualquier otro
circuito de enlace, no podra ser inferior a & M la capacidad medida entre los mismos puntos no podra ser superior
a 1000 pF.

Independientemente de lo que precede, las siguientes especificaciones rigen para la fuente de sefiales:

3.1 Resistencia interna de la fuente de sefalgsRR

En el estado CERRADO (o0 1 binario), la resistencia en corriente de la fuente de Sfidisende d¥, V, e
11 (véase la figura 1/V.3lis). En el estado ABIERTO (o 0 binario), la resistencia en corriente continua de la fuente de
sefialesR,, depende d¥, elg (véase la figura 1/V.3kis).

3.2  Corrienteen el interfaz (Ig)

La corriente Ip), que representa la corriente inversa de optoacopladores en el estado ABIERTO, no debera
exceder de 10 pA (véase la figura 1/VI39).

3.3  Capacidad de la fuente de sefaleg)(C

La capacidad de la fuente de sefialeg,(f@cluyendo la capacidad del cable de interfaz, medida en el interfaz
(véase la figura 1/V.3Mis), no sera superior a 2500 pF.
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4 Lado recepcién de sefiales

41 Lado recepcién de sefiales en el ETCD

El lado receptor de sefiales en el ETCD puede estar a potencial flotante o conectado a tierra en un punto
cualquiera.
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R, Resistencia interna de la fuente de sefiales en el estado CERRADO
(o 1 binario).

Ry Resistencia interna de la fuente de sefiales en el estado ABIERTO

(o O binario).

C, Capacidad de la fuente de sefiales.

C, Capacidad del lado receptor de seriales.

V, Tensién en circuito abierto del lado receptor de sefiales.

I, Caorriente en el circuito de enlace en el estado CERRADO (o 1 bina-
rio}.

lo  Corriente en el circuito de enlace en la condicién ABIERTO (o
O binario).

R, Resistencia interna del lado receptor de sefiales.

Re Resistencia de aislamiento de la fuente de sefiales, si la fuente se
encuentra en el equipo terminal de datos.

Cg Capacidad conrespecto a tierra de la fuente de sefiales, sila fuente
se encuentra en el equipo terminal de datos.

s Tensién entre los dos conductores del circuito de enlace en el
estado CERRADO (o 1 binario).

FIGURA 1/V.31 bis

Circuito equivalente de interfaz

4.1.1 Tensién en circuito abierto del lado recepcién de sefialgs (V

La tensién en circuito abiertd/{) en el lado recepcién de sefiales del ETCD, medida en el interfaz (véase la
figura 1/V.31bis) no sera inferior a 3 V ni superior a 25 V. La polaridad/déene que escogerse para el sentido de
corriente del ETD al ETCD por el conductor de ida y del ETCD al ETD por el conductor de retorno.

4.1.2 Corrienteend interfaz (1)

La corrientel; suministrada por el lado recepcion de sefiales en el ETCD, no deberéa ser inferior a 0,1 mA ni
superior a 5 mA, cuando se mide en el interfaz en el estado CERRADO (0 1 binario).
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4.1.3 Tensioén en el interfaz £/

La tensién en el interfa/f), medida entre los conductores de ida y de retorno en el estado CERRADO (o 1
binario), no deberéa ser superiora 1 V.

4.1.4 Resistencia interna del lado recepcion de sefalgs (R

La resistencia interna (R;) del lado recepcion de sefiales del ETCD es la que corresponde a los limites de la
tension en circuito abiertd, del lado recepcion de sefiales y de la corrigngs el interfaz; estos valores se especifican
enlos§4.1.1y4.1.2.

AungqueR; tenga una componente inductiva, la tensién en el interfaz no debera exceder del maximo de 25 V
especificado en el §4.1.1.

4.1.5 Capacidad del lado recepcion de sefialeg (C

La capacidad del lado recepcién de sefdlgsdel ETCD, incluyendo la capacidad del cable hasta el interfaz
(véase la figura 1/V.3his), no esta especificada. Sélo es necesario asegurar que el lado recepcion de sefiales funciona
satisfactoriamente, habida cuenta de la capacidad de la fuente de sgjfjales (

4.2  Lado recepcion de sefiales del ETD

El lado recepcién de sefiales del ETD puede conectarse a tierra en un punto cualquiera.

4.2.1 Tensién en circuito abierto del lado recepcién de sefialgs (V

La tension en circuito abiertd/{) en el lado recepcion de sefiales del ETD, medida en el interfaz (véase la
figura 1/V.31bis), no sera inferior a 3 V ni superior a 25 V. La polaridad/déene que escogerse para el sentido de
corriente del ETD al ETCD por el conductor de ida y del ETCD al ETD por el conductor de retorno.

4.2.2 Corrienteend interfaz (1)

La corriente Ky), suministrada por el lado recepcion de sefiales del ETD, no debera ser inferior a 0,1 mA ni
superior a 15 mA, cuando se mide en el interfaz (véase la figura bi€)Zh el estado CERRADO (o 1 binario).

4.2.3 Tension en el interfaz {V

La tension en el interfazVf), medida entre los conductores de ida y retorno en el estado CERRADO
(o 1 binario), no deberéa ser superiora 1,5 V.

4.2.4 Resistencia interna del lado recepcion de sefalgs (R

La resistencia interna del lado recepcién de sefi@jesiél ETD es la que corresponde a los limites de la tensién
en circuito abierto\(;) del lado recepcién de sefiales y de la corriente en el intéffazalores que se han especificado
enlos§4.2.1y4.2.2.

4.2.5 Capacidad del lado recepcion de sefialeg (C

La capacidad del lado recepcién de sefiales del EJ)Dr{cluyendo la capacidad del cable, no esta especificada.
Solo es necesario asegurar que el lado recepcion de sefiales funcione satisfactoriamente, habida cuenta de la capacidad
la fuente de sefiale€y).
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5 Atribucion de sefales

El cuadro 1/V.31 bis especifica las atribuciones para las sefiales digitales en los circuitos de datos, de control y de
temporizacion.

CUADRO 1V .31 bis

01mA<l; <5mA
(15mA) lo< 10 pA
Vg <1V (15V)

Circuitos de datos Estado 1 Estado O

Circuitos de control y de temporizacion Estado CERRADC Estado ABIERT(
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